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１．概要（Summary） 

昨年度に引き続き、次世代ナノデバイス製造のために

プラズマを用いた堆積およびエッチング、改質を目的とし

て装置を利用した。特に、半導体デバイスの微細化に向

けた原子層レベルでの加工制御がプラズマプロセスに要

求されており、プラズマで生成される活性種が材料表面

に及ぼす影響を解明するとともに原子スケールでの解析

を実施した。 

 

２．実験（Experimental） 

【利用した主な装置】 

プラズマ支援原子層堆積装置、ラジカル計測付多目的プ

ラズマプロセス装置 

【実験方法】 

プラズマナノ工学研究センター所有のプラズマ支援原

子層堆積装置およびラジカル計測付多目的プラズマプロ

セス装置にて、SiO2膜の改質および原子層エッチングを

行った。 

 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

 ラジカル計測付多目的プラズマプロセス装置を用いて

原子層プラズマエッチングプロセスを行った。プロセスは

フルオロカーボンプラズマによりエッチャントの堆積プロ

セスおよび酸素プラズマによるエッチングプロセスを交互

に繰り返し行う。また、SiN膜の原子層エッチングプロセ

スの一つである、水素プラズマによる改質層のフッ素ラジ

カルによるエッチングをおこなるプロセスがある。本プロ

セスをラジカル計測多目的プラズマプロセス装置にて評

価した。SiN膜に水素プラズマによる化学結合状態の変

化を In-situ ATR-FT-IRにより観察した結果を Fig.1

に示す。 

 

Fig. 1 Time evolution of chemical bond in SiN 

layer modified by hydrogen plasma 

 

N-H結合は水素プラズマ照射時間 15秒で飽和してい

るの対して、SI-H結合は 100秒程度で飽和することが

わかった。つまり、水素プラズマにより SiN膜は Si-Hへ

と改質され、その Si-H改質層がフッ素ラジカルによりエ

ッチングされたと考えられる。 
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